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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

] DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 29: Essai de verrouillage

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation momndiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiofayx de la SEIl). La CEIl a

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autreg ité i Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, de SpC|' Y bles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI}). covffiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le syjgt traité p participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemeptale iaise CEIl, participent

également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisdtion Yk Normalisation (1SO),

du possible, un accord international sur les sujets étudiés, (éta ités nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études

Les Publications de la CEIl se présentent s0U tions/internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de nnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de es ubI| tlons la CElne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou mterpre bati i i quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité intern ationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possmle a appllquer de fa(,‘on txansp ations de la CEIl dans leurs publications

La CEl n'a prévu aug & d a ant indication d approbatlon et n'engage pas sa
responsabilité pour les equip

Tous les utilisat possession de la derniére édition de cette publication
Aucune respons a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y comns particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de qu soit, Adirecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) e pehsesndécowlant de Ia publlcatlon ou de Iutlllsatlon de cette Publication de la CEIl ou de

{ attigée Sur lgs réfé&rences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référecées es ob atoire pQur une appllcatlon correcte de la presente publlcatlon

responsable de ne~pasavoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60749-29 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

La présente norme annule et remplace I''EC/PAS 62181 publiée en 2000. Cette premiére
édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1713/FDIS 47/1724/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 29: Latch-up test

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objeet|\of IEC \is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electqcal and electronic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standars hQi Spesifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides afte as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; an Qna Com nitteeinterested

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matte possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since eac i s ee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recomme i fQr i e any are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasgnable ef Orts "ar¢ € hat the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be F f jn which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformi 3 nuittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maX|mum extent possible ir matienal /and regional publications. Any divergence
between any IEC Publicatio C I i gional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) f ateNts app oval and cannot be rendered responsible for any

6) All users should
No liability shall

Mational Committees for any personal injury, property damage or
ether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
the “ublieation, /use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Semiconductor devices.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62181 published in 2000. This first edition
constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1713/FDIS 47/1724/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A
cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
S
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

@%
S
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 29: Essai de verrouillage

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEIl 60749 couvre I'essai | et les essais de verrouillage de surtension
des circuits intégreés.

L'essai est considéré comme destructif.

Tel qu'il est utilisé dans cette partie 49, le verrouillage n'est pas lié a un
mecanlsme speC|f|que mals il constlt le u istigue de défaillance électrique qui se

La classification du ve a W fonction de la température est définie en 2.1 et
les niveaux de critéres 3

ytempérature d'essai de verrouillage. Les classifications d'essai de
jes de la fagon suivante:

Classe | — Essai de verrouillage réalisé a température ambiante.

Classe |l — Essai de verrouillage réalisé a la température assignée ambiante maximale pour
le dispositif.

Si aucune classification n'est spécifiée, I'essai de Classe | doit étre réalisé.

NOTE La température élevée réduit la résistance au verrouillage et I'essai de Classe |l est recommandé pour des
dispositifs qui fonctionnent nécessairement a température élevée.

2.2

temps de refroidissement

période de temps entre les applications successives d'impulsions de déclenchement ou la
période de temps entre la suppression de la tension d'alimentation V,;, et l'application de
I'impulsion de déclenchement suivante (voir Figures 4, 5 et 6 ainsi que le Tableau 2.)
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 29: Latch-up test

1 Scope and object

This part of IEC 60749 covers the I-test and the overvoltage latch-up testing of integrated
circuits.

This test is classified as destructive.

The purpose of this test is to establish a method for determinifig integ if (IC) latch-
up characteristics and to define latch-up failure criteria. Lajch-up cha > cs/are used in
determining product reliability and minimizing "No Trouble and "Electrical

Overstress" (EOS) failures due to latch-up.

This test method is primarily applicable to CMOS d
must be established.

The classification of latc
level criteria are defined

2 Terms and

For the purposes of

2.1
classmcatl oh

Class | — Latch<up testing performed at room temperature.

Class Il — Latch-up” testing performed at the maximum ambient rated temperature for the
device.

If no classification is specified, Class | testing shall be performed.

NOTE Elevated temperature will reduce latch-up resistance and Class Il testing is recommended for devices that
are required to operate at elevated temperature.

2.2

cool-down time

period of time between successive applications of trigger pulses or the period of time between
the removal of the 7 supply voltage and the application of the next trigger pulse (See Figures 4,
5, and 6 and Table 2.)
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2.3
DEE
dispositif en essai

2.4
GND (terre)
broche(s) commune(s) ou a potentiel zéro du DEE

NOTE 1 Les broches de terre ne font pas I'objet d'un essai de verrouillage.

NOTE 2 Une broche de terre est parfois désignée 7 .

2.5
broches d'entrée
toutes les broches d'adresse, de controle de données entrée, V 4 et si

2.6
broches d'E/S (bi-directionnelles)
broches de dispositif qui peuvent étre congues pour fonctionne \ t ou en tant

2.7
Iallm
courant d alimentation total dans chaque broch

2.8

essai l
essai de verrouillage qui fournit des im
en essai

29
phénoméne de verroui
état dans quu@x
contrainte qui deécle

NOTE 1 L'excés.de sontrainte peut\étre ur€ tension de choc ou une surintensité, un taux excessif de variation de
courant ou de S 3 ondition anormale qui entraine le fait que la structure parasite de thyristor
devient régénérg

de faible impédance, résultant d'un excés de
parasite de thyristor, persiste aprés retrait ou

NOTE 2 mage pas le dispositif, a condition que le courant a travers le chemin conducteur
de faible imp QSO Su fisamment limité en amplitude ou durée

2.10

niveau

définit les critéres de défaillance utilisés pendant I'essai de verrouillage. Les catégories de
défaillance de verrouillage sont définies de la fagon suivante:

Niveau A — Critéres de défaillance définis dans le Tableau 1

Niveau B — Critéres de défaillance spéciaux. |l convient que le fournisseur donne la définition
des criteres de défaillance utilisés

211

logique a I'état haut

niveau dans la plus positive (moins négative) des deux gammes de niveaux logiques choisis
pour représenter les états logiques

NOTE 1 Pour des dispositifs numériques, un niveau de tension égal a V,;, est utilisé pour les essais de
verrouillage sauf indication contraire dans la spécification du dispositif.
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